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Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan.

Jawab LIMA soatan.

Mulakan jawapan anda untuk setiap soaran pada muka surat yang baru.
Agihan markah bagi setiap soafan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.

l:yff-a:r"rffi 
soalan dalam bahasa Mataysia atau bahasa Inggeris atau kombinasi
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1.

(a)

Rajah 1(a)
Figure 1(a)

Dari rangkaian dalam Rajah 1(a).

From the network in Figure 1(a).

(i) Lakarkan keluaran vo.

Sketch the output vo.

(ii)

(i ii)

(10o/o)

Tentukan aras voltan dc keluaran bagi diod yang unggul dan

praktikal. Berapa peratuskah kejatuhan voltan?

Determine dc level of the output voltage for ideal diode and

practical diode. How much is the voltage drop?

(15o/o)

Jika V, dinaikkan ke 200V tentukan aras voltan dc keluaran bagi

diod yang unggul dan praktikal. Berapa peratuskah kejatuhan

voltan?

tf the V, is increased to 200V determine dc level of the output

voltage for ideal diode and practical diode. How much is the

voltage drop?

(15o/o)
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Dari rangkaian daram Rajah 1(b), tentukan nirai-nirai arus 11 , 12 dan rp2

From network in Figure 1(b), determine the currents r1, 12 otrd rs2.

(40%)

Rajah 1(b)
Figure 1(b)

Dua LED digunakan untuk mengesan polariti seperti ditunjukkan dalam
Rajah 1(c). positif ditunjukkan oteh LED hijau dan negatif oleh LED
merah. Dapatkan nilai R supaya 20mA yang boleh mengalir ke dalam
diod yang hidup. Kedua-dua diod mempunyai vortan runtuh pincang 3V
dan voltan purata menghidupkan diod ialah 2V.

Two LEDs are used for porarity detection as shown in Figure 1(c).
Positive is indicated by the green LED and negative is by the red. Find R
to ensure that 20mA flows through the ',on', diode. Both diodes have a
reverse breakdown voltage of 3v and an average turn-on vottage of 2v.

(20o/o)
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(b)

(c)
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2.

O.trf_

Rajah 1(c)
Figure 1(c)

Rajah 2(a)
Figure 2(a)

(a) Rajah 2(a) ialah rangkaian penghad. Tentukan julat R1 dan lr- supaya

menghasilkan nilai Vs1 !an$ kekal kepada 10V. Berapakah nilai kuasa

maksimum digunakan oleh diod Zener?

Figure 2(a) is a limiter network. Determine the range of Rtand lrthat will

result in VpL being maintained at 10V. What is the maximum power

consumed by the Zener diode?

vz= l0 v
Izu= 32 nA
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(nota R, ^,^ = RV'
v,-v,

(note that Rr.in = RVz

V, -Vt

V
dan Rt^ax = rL )I 

,t- min

V-
and Rr.u* =;" Ir L^in

(b)

@a%o)

Dari Rajah 2(b), analisa dan tentukan voltan pada terminal ab.

From Figure 2(b), analyze and determine the voltage at terminal ab.

(30%)

Rajah 2(b)
Figure 2(b)

Jika voltan masukan v; litar Rajah 2(c) ialah berbentuk sinus, analisa

voltan keluaran vo pada R. Berapakah voltan dc pada keluarannya dan

PIV bagi diod unggul dan praktikal?. Nilai voltan V, sama dengan 10V

dan voltan lutut diod sama dengan 0.7V.

If the input of the circuit in Figure 2(c) is a sinusoidal voltage v; analysis

the output voltage voat R. What is the dc voltage of the output and PIV for

the ideal and practical diode?. The peak voltage V^ is taken to be 10V

and the knee voltage for the diodes is 0.7V.

(30%)

(c)
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3.

I6
---'t

Vaa

l0ntA

5rnA

Rajah 2(c)
Figure 2(c)

lrn

Ic

Vcs

Vcs>lV

Rajah 3 Tapak sepunya transistor tatarajah.
Figure 3 A transistor in the common-base configuration

I6{mA)

-05 -1.0

Vffi(y)

Rajah 4 Ciri Pemancar
Figure 4 Emitter Characteristics
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Transistor NPN seperti di dalam Rajah 3 memiliki ciri pemancar seperti di

dalam Rajah 4. Sekiranya arus pemancar adalah -SmA dan voltan

pemungut tapak, Vce adalah 15V, anggar voltan pemancar tapak, Vee.

Sekiranya nisbah pindah arus, q adalah 0.96 dan arus pemotong

pemungut, 1696 adalah 0.015mA, kirakan arus pemungut.

The NPN Transistor of Figure 3 has the emitter characteristics of
Figure 4. lf the emitter current is -SmA and the collector-base voltage, V6s

is 15V, estimate the emitter-base voltage, Vee. lf forward current transfer

ratio, o is 0.96 and the collector cutoff current, l6E6 is 0.01SmA, estimate

the coltector current.

(30%)

Terbitkan nisbah pindah arus, arus potong bagi pemungut dan ciri-ciri

pemungut bagi pemungut sepunya dengan menggunakan ciri-ciri l-V diod

dan hukum Kirchhoff.

Using the diode l-V curue characteristics and Kirchhoff's law, for common

emitter configuration, -derive the currentlransfer ratio, collector cut-off

cu rrent and collector ch aracterisfics.

(70o/o)

(b)



Merujuk pada Rajah 5, kirakan arus

apabila semua perintang adalah 1 kO.

kO, apa yang berlaku pada pincangan.

lceo = 0, V." = 4V dan Vsg = 0'7 V'

lEEE132l

(25o/o)

tapak, arus pemungut dan V6s

Sekira hanya Rr nilai diubah ke 9

Ciri-ciri transistor adalah q=0.98,

-8-

4.

(a)

Rajah 5 Transistor bersama litar pincangan
Figure 5 Transistor with simple biasing circuitry

Berdasarkan Rajah 5, apakah tujuan Rr dan Rz dalam litar?

Referring to Figure 5, whatis fhe purpose of Rr and Rzin the circuit?

(b)

For the circuit in Figure 5, let a=0.98, lcao = 0 V", = 4 V and Vae= 0'7 V' lf

a// resisfors are the same, find base current, collector current and Vce

when the resistor value is 1 kQ, if & is changed to 9 kA while the others

remain the same, does transisforis biased properly?

(75To)
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(a) Satu penguat JFET get-sepunya adalah ditunjukkan dalam Rajah 6. Jika

loss = 10 mA, Vo = 4 V, Voo = 15 V, Rr = Rz = 10 kf), Ro = 500 O dan

Rs = 2 kO, tentukan (i)Voso (ii) lDo dan (iii) Ve5q.

A common-gate JFET amplifier is shown in Figure 6. lf lpss = 19 mA,

Vo = 4 V, Voo = 15 V, Rr = Rz = 10 k(2, Ro = 500 Q and Rs = 2 kQ,

determine (i)Vasq 0i) lDa and (iii) VDsa.

(60%)

(b) Lukis plot rangkap pindah bagi JFET, D-MOSFET dan F-MOSFET

saluran-n. Terangkan dengan jelas 3 perbezaan ketara di antara plot-plot

ini.

Draw the transfer function plots of the n-channel JFET, D-MOSFET and

E-MOSFET. Explain 3 significant differences between the plots.

QAYo)

Rajah 6
Figure 6
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(a)6. Bagi konfigurasi D-MOSFET terpincang sendiri seperti yang ditunjukkan

dalam Rajah 7, tentukan (i) loo, (ii) V656, (iii) vDS dan (iv) Vp. Diberikan:

foss = 6 mA dan Vo = 4V'

For the se/f-bras D-MOSFET configuration shown in Figure 7, determine

(i) toq, (ii) Vaso, 0i) VDs and (iv) Vp. Given:/oss = 6 mA and Vp = 4 V'

(60%)

(b) Lukis keluarga ciri salir bagi satu E-MOSFET saluran-p dan labelkan 3

kawasan operasi transistor tersebut pada rajah ini. Terangkan perlakuan

transistor dalam setiap kawasan operasi'

Draw the famity of drain characteristics of a p-channel E-MOSFET and

tabet the 3 operating regions of the transistor on this diagram. Explain the

behavior of the transistor in each region of operation'

(40%)

Voo =14V

Ro

1.zkf,

Re

1MO Rs

0.43 ko

Rajah 7
Figure 7
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